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eFuse 评估板手册

简介

评估板功能

SIP32433A、SIP32433B、SIP32434A 和 SIP32434B eFuse 评估板的功能包括：

• 3 V 至 23 V 操作

• 可编程电流限制范围。SIP32533 为 150 mA～3.5 A，SIP32434 为 300 mA～6 A

• 可编程软启动输出电压上升时间和自动重试时间

• 用于电流探测的输入路径电流感应电阻

• 用于输出短路测试的板载 MOSFET

• 可编程 OVP 阈值

• 反向电流阻断（仅限 SIP32433x）

应用

评估板可用于：

• 服务器和数据存储

• 路由器和交换机

• 热插拔和热插拔器件

• 光学模块

• PCIe 和内存

• 工业控制及自动化

• 电视和游戏系统

说明

本评估符合表 1 所列 eFuse 产品的评估。

表 1：评估板订购信息

器件编号 故障关闭响应 RDS(开)
(mΩ)

最大值ILIM
(A)

反向阻断 VIN 范围
(V)

EN / UVLO
设定值 (kΩ) 设定值 (kΩ)

OVP ILIM
设定值

78 3.5

78 3.5

33

33 6

6

通过该参考板，用户可以对 SIP32433A、SIP32433B、SIP32434A 和 SIP32434B 单通道 eFuse 负载开关进行评估。它还可用
于这些器件的 AEC-Q100 合格版本，其零件号以 SIPQ 开头（而非 SIP）。

SIP32433A、SIP32433B、SIP32434A 和 SIP32434B 集成了多种控制和保护功能，采用简化设计和最少的外部元件，提高了
可控性和可靠性。它们可以保护电源和连接到开关的下游电路免受过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的影响。

输出电流限制可由单个外部电阻器设置。VIN 过压保护和欠压锁定阈值水平可以通过单个外部电阻网络来设置。VIN 的浪涌电
流要求可以通过单个外部软启动电容来设置。

由于闭锁型故障导致关断时，SIP32433A 和 SIP32434A 将锁定电源开关，PGD 将保持低电平。交换机可以通过重置 EN 或 
VIN 重新启动。如果 OTP 或 OVP 没有故障，SIP32433B 和 SIP32434B 将自动重试。重试延迟时间为 CSS 设置的软启动时间
的 32 倍。

过流、过温、短路属于闭锁型故障，过压、欠压、逆流属于非闭锁型故障。

SIP32433AEVB

SIP32433BEVB

SIP32434AEVB

SIP32434BEVB

闩锁

自动重试

闩锁

自动重试 3.3 至 23 25 /4.12 15 / 1 2434B

是

是

否

否

3.3 至 23 25 / 4.12 15 / 1 2433A

3.3 至 23 25 /4.12 15 / 1 2433B

3.3 至 23 25 /4.12 15 / 1 2434A

本文件如有更改，恕不另行通知。
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图 1：SIP32433xEVB、SIP32434xEVB 评估板 A 版

图 2：SIP3243xxEVB 示意图

SIP3243XXEVB 的实体接取

 
 
 
 

表 2：输入和输出连接器说明

J13 EN

J7 VIN

J14 PGND

J16 PGND

J8 VOUT

RL2

J22
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1

J4
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J13

CON1

1
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1
2
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banana
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1C5
10uF
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1

J6
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1

J21
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1
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C4
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1
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1 2
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47n

C7
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J25
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1
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GND_S

1

J14

banana
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GNS_S

1

C1
10uF

J17

JUMPER

1 2

R1
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R4
15k

R10
100k

Rsense

RL3
R8

4.12k

R5 2.47k

J5
VIN_S

1

C2
10uF
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表 2 列出了 SIP3243xxEVB eFuse 评估板的开/关控制、电源输入和输出连接器。表 3 列出了测试点。表 4 描述了跳线和需要设
置的功能。这些跳线在正常板设置时关闭。

标签 名称 说明

主动高使能和欠压输入。分压电阻为 25 k Ω 和 4.12 kΩ

电源输入连接器

电源输入接地

电源输出接地

电源输出连接器
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电源输入输出端子

输入和输出电容

使能和欠压锁定端子

图 3：可设置的欠压保护与设计

PG，功率输出良好

表 3：测试点说明

J27 OVP

J25 OVP

J18 GND

J12 栅极

J24 ISENSE

J6 VOUT_S

J19 GND

J3 PG

J5 VIN_S

表 4：跳线说明和默认设置

J9 RL2

J10 RL3

J4 PG

J17 RLIM

J26 OVP

SIP3243xx    

GND

R1

R2

Power
source

EN /
UVLO

IN
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标签 名称 说明

标签 名称 说明

OVP 引脚探测点

通过 100 k Ω 电阻的 OVP 引脚探针

IC 接地感测

MOSFET 的高使能栅极将输出短路到 GND

通过分流电阻对输入电流进行差分感应

电源输出感应点

IC 接地感测

PG 上拉电压偏置电源

电源输入感应点

连接负载电阻

连接负载电阻

将 PG 上拉电阻器连接到 VIN 的跳线

将 R6 作为并联电流限制设置电阻连接到 R5 的跳线

跳线连接 R10，OVP 分压器的上层电阻，与 R4 并联。

电源接头端子的设计是为了使电源和负载能够方便地连接到评估板上（见图 1）。本次评估的输入电压范围为 3.3 V 至 23 V。

D2 是放置在器件输出旁的肖特基二极管，用于在突然关闭电感负载时钳住负电压。在需要输入瞬态保护的情况下，可以在输入
电容位置放置 TVS 二极管。 

输入电容器（C1 至 C6）和输出电容器（C7、C8）靠近器件安装，以确保在 eFuse 负载开关前后的电压稳定。这些电容的电容
值为 10 μF。输入和输出电容器的额定电压为 50 V。SIP32433A、SIP32433B、SIP32434A 和 SIP32434B 可以在 23 V 以下正常
工作。重要的是，输入和输出的电容的额定电压为 35 V 或更高。

接头 J13 直接连接到 EN 引脚，用于器件的使能功能。EN 引脚的额定电压为 28 V。启用阈值电压为 1.25 V，禁用阈值电压为 
1.05 V。用户定义的欠压保护可以通过分压器来实现（图 3）。

SIP32433A、SIP32433B、SIP32434A 和 SIP32434B 器件具有良好的PG输出引脚，以指示其工作状态。PG 为漏极开路输出引
脚。当无故障且 VOUT 达到 VIN 的 95% 时，PG 关闭。接头 J11 连接到器件的 PG 上。可在接头 J3 上施加外部偏置电压。电源的
额定电压最高为 28 V。使用 VIN 作为 PG 高偏置电压源时，拉高电阻通过 J4 跳线将其与 VIN 相连。
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过电流限制设置
 

SIP32434A 和 SIP32434B 的 RSET 遵循以下公式：

• RSET 是电路板上并联的 R5 和 R6

• ILIM 是目标电流限制设置

可编程软上电
在软启动期间，器件控制输出电压跟随 SS 引脚上的电压斜率。

输出摆率及其设定电容 CSS 可通过以下公式计算：

式中:

热拔插测试

图 4：在 SIP32433 系列 eFuse 评估板上捕获的浪涌电流实例

RSET = 0.6 V
ILIM

------------- 10 300×

RSET = 0.6 V
ILIM

------------- 20 600×

VOUT = 
IINRUSH (mA)

COUT (µF)
---------------------------------

CSS = 
ISS 9×

SR
-----------------

VIN (5 V/div)

IOUT (2 A/div)

VOUT (5 V/div)

PGD (5 V/div)

10 ms/div
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器件的主要特点之一是提供过流限制保护。SIP32433A 和 SIP32433B 的电流限制设置电阻 RSET 可以通过以下公式计算。

• tSS 是软上电时间

• ISS 是为 CSS 充电的内置电流；值为 4.5 μA

• CSS 是软电源设置电容，在电路板上显示为 C9

• RSET 为限流电阻

将 J3 连接到外部 5 V 电源，作为 PG 偏置源。
热插拔在 J7 和 J14 之间的电源
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电流极限测试
连接并打开电源。

缓慢增加负载电流。在设定的电流限制钳制水平下，6 ms 后开关关闭。

图 5：在 SIP32434 eFuse 评估板上捕获的过电流保护实例

输出短路测试
通过将 J12 拉高，通过板载 MOSFET 短路输出。 

图 6：在 SIP32433 eFuse 评估板上捕获的输出短路保护实例
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图 7：输出短路条件下自动重试示例

评估板布局和拟定布局指南
图 8～11 显示了元件的位置和 PCB 布局。

图 8：SIP3243xxEVB 板顶层
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图 9：SIP3243xxEVB 板底层

图 10：SIP3243xxEVB 板内部 1 层
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图 11：SIP3243xxEVB 板内部 2 层
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材料清单

表 3 列出了评估板的材料清单 (BOM)。

表 3：SIP3243XXEVB 的材料清单
系统名称 元件数值 数量 参考指示符 制造零件号

DN-4-575-6361J ;41J ;8J ;7J4

DN-2-18871-9939C1Fn 74KDT-3060C

C1210-TDK 10 uF, 50 V 8 C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8 445-14933-2-ND

DN-RTIGT16/3E-L32ASS2D1L32ASS412-OD

PND1D1A42F6AMSCA122-OD

JUMPER2

S-L-70-201-WST42J12NOC2REPMUJ

xx3423PIS1U1CIA11-33PLM

DN-RT3EG-1T-PD00ARIS1Q100ARiS8OSKAPREWOPSOM

R0603-VISHAY 51 kΩ DN-2-5645-1452R1

PND4R1PNDYAHSIV-3060R

PND8R1PNDYAHSIV-3060R

R0603-VISHAY 12.4 kΩ DN-RT741041A5R1

R0603-VISHAY 2.05 kΩ DN-RT544041A6R1

PND7R1PNDYAHSIV-3060R

R0603-VISHAY 1 kΩ DN-RTHK00.1-1459R1

PND01R1PNDYAHSIV-3060R

R0805-VISHAY 10 Ω BEKF0R015080WCRC1R1

R0805-VISHAY 100 kΩ DN-2-0593-1453R1

PND1LR1PNDYAHSIV-6021R

R1206-VISHAY 25 mΩ 1 CSR1206FK25L0TR-ND

PND3LR ;2LR2PNDYAHSIV-2152R

111NOC03PT J1; J3; J11; J12; J13; J20;
J21; J22; J23; J25; J27

36-5002-ND
V03PT IN_S 5J1

V03PT OUT_S 6J1

DNG03PT S 81J1

SNG03PT S 91J1
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香蕉插头 香蕉插头

跳线

电阻器

TSW-102-07-L-SJ4; J9; J10; J17; J265
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布局指南

图12 
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2
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RPGD

VOUT+

GND

COUT
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SIP32434A 和 SIP32434B 是保护开关，旨在过电流故障时保持恒定的输出负载电流。具有高效散热的优化布局至
关重要。建议将尽可能多的铜放在器件的中央裸露焊盘上，焊盘接地。将所有的地平面与所有可能的热 VIA 连接。
电路设置元件应靠近其连接引脚布置。这些元件包括限流设置电阻、软启动设置电容，以及连接到 EN / UVLO 和 
OVP 引脚的电阻。

保护装置，如输入 TVS 或输出肖特基二极管，必须靠近被保护的引脚，并用短接布线以减少电感。

布局示例如下。

Vishay Siliconix 在全球各地设有制造基地。产品可以在几个合格地点之一进行生产。硅技术和封装可靠性的可靠性数据是所有合格位置的综合数

据。包装/胶带图纸、零件标记、可靠性数据等相关文件，请访问                                   。 www.vishay.com/ppg?62068


